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Sensitivity delle correnti di drain e gate in 
valanga al variare dello spessore di SiO2 
(modello equivalente) 
 Risolviamo Poisson nell’ossido 0)(  E 0)(  E
linearizzo 
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 La sensibilità viene valutata tramite l’integrale sul volume di una 
distribuzione locale della sensibilità. Quest’ultima è espressa tramite la 
funzione di Green. 
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Conclusioni 
Future work: 
 
 Aggiungere l’integrale di ionizzazione come 
variabile di uscita per la funzione di Green 
 
 Dimostrare che la tecnica proposta è in grado 
di effettuare la ottimizzazione della struttura del 
Field Plate 
 
Estendere la analisi al caso di un HEMT GaN 
